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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本文件起草单位:北京微电子技术研究所、中国航天电子技术研究院。
本文件主要起草人:赵元富、姚全斌、林鹏荣、冯小成、荆林晓、李洪剑、付明洋、林建京、曹燕红、

刘思嘉、刘征宇。
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宇航用集成电路内引线气相沉积保护膜
试验方法

1 范围

本文件规定了宇航用集成电路内引线采用气相沉积保护膜工艺后的气相沉积保护膜检验方法、电
力学环境试验方法。

本文件适用于完成气相沉积保护膜的宇航用集成电路的试验。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

气相沉积保护膜 vapourdepositionprotectivefilm
将集成电路放置于专用真空设备中,经高温将气相沉积材料裂解为游离基,然后在室温下向集成电

路内部结构表面气相沉积聚合,形成的一层绝缘涂层。

4 环境条件

本文件所列各项试验方法,均应在以下环境条件下进行:
a) 温度:18℃~28℃;

b) 相对湿度:30%~70%。

5 气相沉积保护膜检验方法

5.1 内部目检

5.1.1 目的

对采用气相沉积工艺封装的宇航用集成电路,应检查保护膜效果,以及保护膜、电路腔体内部是否

存在损伤。

5.1.2 设备

试验中采用的设备应能证明器件是否符合相应要求,包括低放大倍数下可检查40倍~100倍,高
放大倍数下可检查100倍~200倍的光学设备。

5.1.3 样品

完成气相沉积工艺的宇航用集成电路,均应进行内部目检。
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